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CADA QUESTAO VALE 1,0 ponto — Total da prova = 8,0

1.a Questao: (Valor 1,0) Dados: Vomax =% 12V, Vtu =8V e V1L = 5V. Qual a relagdo entre os valores

dos resistores R1 e R2?

@Ui

Ry

Yref

2.a Questao: (Valor 1,0) A tensdo maxima Vomax = £ 15V e R2 = 1K. Qual a excursdo méaxima da

tensao sobre o capacitor C?
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Alternativas
A)R2=RI1

B) R2 =3RI1
C)R2=5R1

D) R2 =7R1 - OK
E) R2 =12R1

Alternativas
A) Ve =30V
B) Vc =15V
C)Vc =10V -OK
D) Vc=5,0V
E) Vc=17,5V
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3.a Questao: (Valor 1,0) Para a configuragao acima, qual a expressao da tensdao VO02.

Alternativas

A) V02 =+ cos500t + 1V

B) V02 =- cos500t— 1V

C) V02 =- 10cos500t + 1V

D) V02 = +10c0s500t — 1V

E) V02 =-10c0s500t — 1V - OK

4.a Questao: (Valor 1,0) Para a configuragao acima, qual a expressao da tensdo V04.

Alternativas

A) V04 =-0,05sen500t

B) V04 =+ 0,05sen500t

C) V04 =- 0,5sen500t

D) V04 =+ 0,5sen500t - OK
E) V04 = - 5sen500t

5.a Questdo: (Valor 1,0) A temperatura maxima de juncdo ¢ de 150°C e se deseja uma poténcia
dissipada de 15W e a temperatura ambiente de 40°C. Sabendo-se que a resisténcia térmica entre jungao
e carcaga de 0,5°C/W e entre a carcaca ¢ ambiente ¢ de 10°C/W. O que ocorre com o transistor para
essas condi¢des de operagao

A) Transistor opera normalmente.

B) Transistor queima e a temperatura de jun¢do chega a 157,5°C.

C) Transistor queima e a temperatura de juncdo chega a 197,5°C. - OK

D) Transistor opera no limite de 150°C.

E) Pode operar nessas condi¢des se diminuir a poténcia dissipada no transistor para 12W.

6.a Questao: (Valor 1,0) Os dados a seguir sdo referentes ao transistor de poténcia, onde o valor de
Pp(max) = 120W, na temperatura ambiente de 25°C. Sabendo-se que o fator de delimitacdo ¢ de
0,6W/°C, qual a poténcia disponivel para a temperatura de 150°C e qual a temperatura de jun¢ao
(encapsulamento)?

Alternativas

A) Pp="75W e T; =200°C.

B) Pp=55W e T; =150°C.

C)Pp=45We Ty =225°C. - OK

D)Ppb=65We Ty=175°C.

E) Pp=85We T; = 125°C.



7.a Questao: (Valor 1,0) A expressdao da impedancia de saida Z do oscilador harmonico na frequéncia
de ressonancia € vista a seguir. Sabendo-se que L1 =250uH e L2 =750uH e C =0,1uF, qual a frequéncia
de ressonancia do circuito?

Alternativas
X2 X1 — X2 X1 A) fo=159,2KHz
7= B) fo=1,59KHz
JXr2 +jXvL1 - jXc C) fo=15,92Hz

D) fo = 15,92KHz - OK
E) fo = 159.2KHz

8.a Questao: (Valor 1,0) Para um amplificador de poténcia classe B alimentado por uma fonte CC de
40V e fornecendo poténcia a uma carga de 16 Ohms calcular a poténcia de entrada CC, a poténcia de
saida CA e a eficiéncia do circuito.

Alternativas:

a. Pi(CC) =70,71W, PO(CA) = 54W e n = 76,35%.

b. Pi(CC) =43,95W, PO(CA) =32W e n = 72,90%.

¢. Pi(CC) =50,0W, PO(CA) =23,7W e n = 47,45%.

d. Pi(CC) = 63,7W, PO(CA) = 50W e n = 78,5%. - OK
e. Pi(CC) =37,7W, PO(CA) = 25W e n = 66,31%.



FORMULARIO RESUMO - Eletronica Aplicada

Tipo Configuracio Método Algébrico
Limitacgoes e SR = wKEmax
Caracteristicas 160 Fr = pfc
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Poténcia entregue na carga Vec? /8RRy
Amplificador n= = =0,25
Classe A Poténcia consumida na fonte Vec? /2R
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Sendo Ty =Pp0ja + Ta, onde 8yc = °C/W
Ts—Tc=Pp0ic

Resisténcias
térmicas
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Ty—Ta=Pp (Ric+ Rcs+ Rsa) (R=0)
Rsa =Rjyc + Res + Rsa
Ts—Ta=Pp Rya
Ts—Tc=Pp Ryc
Tc—Ts=Pp Rcs
Ts—Ta=Pp Rsa




